
IN STYTU T TECHNOLOGII ELEKTRO N O W EJ

DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA CQYP 06W

Dioda elektroluminescencyjna z GaAs/GaAlAs wykonana techniką 
wielowarstwowej epitaksji jest przystosowana do połączenia ze 
światłowodem o aperturze numerycznej NA = 0,2 i średnicy rdze­
nia 0ra 50 (Um. Może być stosowana w światłowodowych łączach 
telekomunikacyjnych krótkiego i średniego zasięgu.
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DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Natężeni- i  prądu przewodzenia h 100 mA
Napięcie wsteczne UR 2 7
Temperatura obudowy 
w czasie pracy *0 -40 t +55°C
Temperatura przechc;vywania t3tg -  4-0 - r +70°C

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa parairetru Symbol Jedn.
Wartość Warunki

min. typ. mi:*. pomiaru

Moc promieniowania ' Pe ¿uW 5 10 - Xp = 100 mA
Napięcie przewidzenia UF Y - 2 2,8 Ip =» 100 mA
Czas narastania i opa­
dania impulsu promie­
niowania tr,tf ns 12 15 Ip = 100 mA
Długość fali emito­
wanego promieniowania X nm _ 890 Ip = 100 mA
Szerokość połówkowa 
charakterystyki wid­
mowej nm

-

45
/

I-p = 100 mA
Pojemność elektryczna C pP - 200 f = 1 MHz, 

U = 0

*)Moc promieniowania wychodząca ze światłowodu o aperturze 
numerycznej N.A = 0,2 i średnicy rdzenia 0r = 50 p .
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